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1. Nos semicondutores intrinsecos, o comportamento elétrico depende

apenas da estrutura eletronica do material puro, ndo necessitando de

impurezas. '

A temperatura ambiente, a condutividade elétrica do silicio é
2

4 x 10 (QQ- m)! e as mobilidades dos elétrons e dos buracos sao 0,14\'/” .
) .

e 0,057

S Calcule o numero de portadores intrinsecos para esse material.
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T 2 tondy Leidody A= mobidedpole dos pdofnfins,
P = reainkvidedy,
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2. A semicnndu%no extrinseca ¢ aquela na qual as propriedades elétricas, 7 &
do material dependem das Impurezas inseridas nele, o que resulta em duas ;
possibilidades de materiais chamados tipo N e tipo P. Para que isso aconteca,
¢ necessario dopar o material semicondutor com uma impureza.
Calcule a condutividade elétrica 3 temperatura ambiente do germénio

dopado comy 10 dtomos de Yosforo por metro cubico. A mobilidade dos
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elétrons ¢ 0,38
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3. Ao aplicarmos um campo magneético perpendicularmente a uma corrente
elétrica que atravessa um material semicondutor, teremos a deflexdo lateral ~
dos elétrons para um lado e dos buracos para outro. O resultado disso & ‘M

uma diferenga de potencial no material conhecida comoe-tensio Hall (V). Myp

Considere uma chapa de germanio intrinseco de 25 mm de espessura,) ¥
conduzindo umal corrente de 1 A,
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dlcUte aternsas Hall se aproximarmos
campo magnetico de 0,6 T. A mobilidade eletrénica

Linara o
dopiligio € 0,38

V.s| @ suafcondutividade ¢ o =2,2(Q- m)™ £
a %QA Assinale a alternativa com o valor correto.
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o livro informou q vc deve usar a modilidade do silicio" (erro de digitacao do livro, leia-se Germanio
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0,38
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Tabela 2: Mobilidade dos elétrons e lacunas no Si, Ge, Cn:\s}, InGaAs e InAs ™.

Mobilidade a 300 K (cm?/V.s)

Material

Si 1350 480

Ge 3600 ; 1800
GaAs 8000 300
InGaAs 11200 AN 300
InAs 30000 450

Pala tabela acima notamos que para Silicio eh 0,135 m2/V.S
e

para o Germanio eh Q0,36 m2 V.S
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